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Siemens

BD 135, BD 137

Transistor BD135

Datasheet

NPN-Transistoren fir NF-Treiber- und
Endstufen mittlerer Leistung

BD 135 und BD 137 sind epitaktische NPN-Silizium-Planar-Transistoren in Kunst-
stoffurmhidllung (SOT-32). Der Kollektor ist mit der metallischen Montageflache des
Transistors leitend verbunden. Die Transistoren sind besonders in Verbindung mit
ED 136 und BD 138 als komplementare Transistorpaare fur Treiberstufen in MF-
Werstarkern mithohen Ausgangsleistungen venavendbar.,

Typ | Bestellnummer
BD 138 Q62702-D106
BD 137 Q62702-D108
T

Gewichtetwa (.50  MaBein mm
Grenzdaten BD135 | BD137
Kollektor-Basis-Spannung Uenn 45 60 W
Kollektor-Emitter-Spannung Uegn 45 60 W
Emittar- Basis-Spannung Uepo L 5 W
Kollektorspitzenstrom fem 1.5 1.5 A
Kollektorstrom fc 0.5 0.5 A,
Basisstrom /s 0.1 0.1 A
Sperrschichttemperatur T 125 125 °C
Lagertemperatur T =55 bis +125 *C
Gesamtverlustleistung (T5 =60 "C) P, 6.5 | 6.5 W
Warmewiderstand
Kollektorsperrschicht — Luft Rynau = 100 = 100 grd /W
Kollektorsperrschicht — Transistor-
gehduseboden Ronia = 10 =10 grd /W
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Statische Kenndaten (7, =256"C) BD 135 BD 137 |
Kollektor- Basis- Reststrom |
[UEEID - Eﬂ Uj Icar_" = 1{}{] =< 1D‘[} | nd,
Kollektor- Emitter- Durchbruch- |
spannung (Icee = 50 ma) Ulgr) ceo = 45 = G0 "
Kollektor- Emitter-Sattigungs-
spannung
(I = 500 mA: Iz = 50 mA) U eEaat < 0,6 =08 v
Basisspannung |
(I = 500 mA; Ugg = 2 V) Uas <1.2 <12 |V
Gleichstromverstarkung | [ |
(Ie =150 mA, Ueg = 1 V) 8 | 40 bis 40 bis ;

| 260 160 .
Dynamische Kenndaten (7, = 25°C)
Transitfrequenz | |
(I =60mA; U, = 10V | i
f = 20 MHz) fr - | =50 | =50 | MHz
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